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hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States 
Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to the Assistant 
Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231, on the date indicated below. 

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 


Inventor 
Applic. No. 
Filed 
Title 

Examiner 


Bernhard Schaetzler, et al 

09/688,465 

Ocfober 16, 2000 

Electronic Component With An Integrated Circuit Mounted On 

An Island Of A Lead Frame 

Christian Wilson - Art Unit: 2824.0 


CLAIM FOR PRIORITY 

Hon. Commissioner of Patents and Trademarks, 
Washington, D.C. 20231 

Sir: 

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 
119, based upon the German Patent Application PCT/DE 97/00105 01/22/97, 
filed January 22, 1997. 


A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being 
submitted herewith. 


Respectfully submitted, 

MARKUS NOLFF 
REG. NO. 37,006 


For Applic5ant! 


Date: March 29, 2001 £ ? 

Lerner and Greenberg, P.A. o ^ 

Post Office Box 2480 2 *j rh 

Hollywood, FL 33022-2480 % dn fn 

Tel: (954)925-1100 3 ^ ^ 

Fax: (954)925-1101 £? H Ul 


/sc 


CD 



bundeJ^epublik deut&hland 



Prioritatsbescheinigung uber die Einreichung 
einer internationalen Patentanmeldung 


Aktenzeichen: 


Internationaler 
Anmeldetag: 


PCT/DE 97/00105 


22. Januar 1997 


Anmelder/lnhaber: 


Siemens Aktiengesellschaft, Munchen/DE 


Bezeichnung: 
IPC: 


Elektronisches Bauelement 


H 01 L 21/48 


Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
spriinglichen Unterlagen dieser internationalen Patentanmeldung. 


Mupctien, den 21. Marz 2001 
putsches Patent- und Marker 
DeA^asident 

Iw/Auftrag 



A 9161 

03/00 
EDV-L 


Wf'etieut 


t 

PCT 

ANTRAG 


Der Unterzeichnete beantragt, da8 die vorliegende 
Internationale Anmeldung nach dem Vertrag uber die 
international Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird. - 


Von^^^i< 


eldeamt auszufullen 


PCT/DE 

Internationales Aktenzeichen 


S7 /00105 


Internationales Anmeldedatum 


2 2. Jan. 1997 A-Z Gl S?) 


p/^/p)P Deuteches Patentamt I 

IXkV ->7 CGerman Parent Cffico) J 

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" 


Aktenzeichen des Anmelders oder An waits (falls xewunscht) 
(max. 12 Zeichen) 

GR97P1049P 


Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFTNDUNG 

Elektronisches Bauelement 


Feld Nr. U ANMELDER 


Name und Anschrift* (FamUiertname, Vomame; beijuristischen Personen vollstandige amtliche Bezeichnung. 

Bei der Anschrift sind aze Post leitzahl und der Name des Stoats anzugeben ) 


Staatsangehorigkeit (Staat): 

DE 

Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


DE 


Diese Person ist Anmelder I 1 alle Bestim- fyl alle Bestiramungsstaaten mit Ausnahme 1 1 
fiir folgende Staaten: | | mungsstaaten Ixxl der Vereinigten Staaten von Amerika 1 1 

nur die Vereinigten | | 
Staaten von Amerika | | 

die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 

Feld Nr. m WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 


Siemens Aktiengesellschaft 
Wittelsbacherplatz 2 
D-80333 Munchen 
DE 


□ 


Diese Person ist 
gleichzeitig Erfinder 


Telefonnr.: 

(0 89) 41 33-2819 


Teiefaxnr.; 

(0 89) 41 33-18 57 


Femschreibnr.: 

521 00-0 sied 


Name und Anschrift: (FamUienname; Vomame; beijuristischen Persons 

Bex der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Stoats anzugeben ) 

SCHATZLER, Bernhard 
Weidenerstr. 29 
D-92694 Etzenricht 

D6 


* 


Diese Person ist 
I I nur Anmelder 

Anmelder und Erfinder 

I I nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, sosinddienachstehenden 
Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): 


DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


DE 


fur folgende Staaten: 


□ 


□ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 
der Vereinigten Staaten von Amerika 


Staaten von Amerika 


□ 


angegebenen Staaten 


X| Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 


Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLA NSCHRIFT 


Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um fin* den (die) Anmelder 
vor den zustandigen internationalen Behorden in folgender Eigenschaft zu handeln als: 


□ I 1 gemeinsamer 
Anwalt | | Vertreter 


Name und Anschrift* (FamUienname, Vomame; bei juristischen Personen voUstdndige arrtlidie Bezeichnung. 

Bei derAnschrift sind ale Posdeitzphl und der Name des Stoats anzugeben.) 

Siemens AG 
Postfach22 16 34 

D-80506 Munchen 
DE 


Telefonnr.: 

(0 89) 41 33-28 19 


Teiefaxnr.: 

(0 89) 41 33-18 57 


Femschreibnr.: 

52100-0 sied 


Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld 
eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist 


Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) (S.Juli 1994; Nachdruck Juli 1995) 


Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 


PCVDB 27 / 0 01 05 

BIattNr.2 


Fortsetzung von Feld Nr. Ed WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 

Wird keines der folgenden F elder benutzj, so ist dieses Blatt dent Antrag nicht beizufugeiu 

Name und Anschrift (FarnUiertname, Vomame; b&juristischen Personen voUstandige amtfiche Bezeichnung. 
Bei der Anschrift sind aiePostteiizardur^ 

ERNST, Georg 
Haidauerstr. 13 
D-931 07 Thalmassing 
DE 

Diese Person ist 

1 1 nur Anmelder 

\X\ Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Mird dieses Kastchen 
angekreuzt, sosinddienachstehenden 
Angaben nicht notig.) 

Staatsangehorigkeit (Staat): 

DE 

Site oder Wohnsitz (Staat): 

DE 

Diese Person ist Anmelder i 1 alle Bestim- i i alle Bestimmungsstaaten nut Ausnahme nur die Vereinigten I 1 die im Zusatzfeld 
fur folgende Staaten: L 1 mungsstaaten | | der Vereinigten Staaten von Amerika I/nJ Staaten von Amerika |_ | angegebenen Staaten 

Name und Anschrift: (Fanuliertname, Vomame; beijurisUschen Personen voUstandige arntlicheBez&chnung. 

Bet der Anschrty sind die Postleiz&M und d^ ) 

ir 

Diese Person ist 

1 1 nur Anmelder 

I 1 Aiiiiiclder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, sosinddknachstehenden 
Angaben nicht notig.) 

Staatsangehorigkeit (Staat): 

Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 1 1 nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 

fur folgende Staaten: | | mungsstaaten | | der Vereinigten Staaten von Amerika 1 I Staaten von Amerika, 11 angegebenen Staaten 

Name und Anschrift (FanuBeroiame, Vomame; beijuristischen Personen voUstandige amtUche Bezeichnung. 

Bet der Anschrift sind die Postleitzphl und der Name des Stoats anzugeben, ) 

Diese Person ist 

1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

1 I nur Erfinder QMrd dieses Kastchen 
angeheug, so sind die nadistehenden 
Angaben nicht notig.) 

Staatsangehorigkeit (Staat): 

Site oder Wohnsitz (Staat): 

Diese Person ist Anmelder 1 I alle Bestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme I | nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 

fur folgende Staaten: | | mungsstaaten 1 1 der Vereinigten Staaten von Amerika | | Staaten von Amerika I I angegebenen Staaten 

Name und Anschrift (FanuUenname, Vomame; beijuristischen Personen voUstandige amtUcheBezeichnung. 

Bei der Anschrift sind die Postleitzphl und der Name des Stoats anzugeben ) 

Diese Person ist* 

1 1 nur Anmelder 

J | Anmelder und Erfinder 

I | nur Erfinder (}\$rd dieses Kastchen 
angekreuzt, sosinddienachstehenden 
. Angaben nicht notig.) 

Staatsangehorigkeit (Staat): 

Site oder Wohnsitz (Staat): 

Diese Person ist Anmelder I 1 alle Bestim- | | alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme r - 1 nur die Vereinigten I | die im Zusatzfeld 
fur folgende Staaten: | | mungsstaaten | | der Vereinigten Staaten von Amerika | | Staaten von Amerika 1 1 angegebenen Staaten 

1 1 Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 


Formblatt PCT/RO/101 (Fortsetzungsblatt) (Juli 1993; Nachdruck Juli 1995) Siehe Anmerkungen zu diesem Antra gsformular 


Blatt Nr. 3 


PCT/DE 27 /O 01 05 


Fdd Nr. V 

BESTIMMUNG VON STAATEN 




Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bittedieentsprechenden Kastchen ankreuzm; vxmigstens 

an Kastchen rnup angekreuzt werden): 




Regionales Patent 




□ 

AP 

ARIPO-Patent: KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland, UG Uganda und jeder weitere StaaL 


derVertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist 



□ 

EA 

Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 
Moldau, RU Russische Foderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des 



Eurasischen Paten tiibereinkommens und des PCT ist 



El 

EP 

Europaisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, DE Deutschland, 
DK Danemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Konigreich, GR Griechenland, IE Irland, IT 
Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der 
Vertragsstaat des Europaischen Patentubereinkommens und des PCT ist 

□ 

OA 

OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, 

CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote dlvoire. 


CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TO Tschad, TG Togo 
und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges 
Verfahren gewiinscht wird, biite auf der gepunkteten Lime angeben) 

Nationales Patent (faBseine(mdereSchutzrech*sart 

□ 

AL 

AJbanien 

□ 

LV 

Lettland 

□ 

AM 

Armenien 

□ 

MD 

Republik Moldau 


AT 

Osterreich 

r— 1 

□ 

MG 

Madagaskar 

in 

AU 

Australian 

□ 

MK 

Die ehemalige jugoslawische Republik 

!»□ 

AZ 

Aserbaidschan 



Mazedonien 

i— i 

□ 

BB 

Barbados 

□ 

MN 

Mongolei 

□ 

BG 

Bulgarien 

i 

□ 

MW 

Malawi 

□ 

BR 

Brasilien 

□ 

MX 

Mexiko 

r 1 

□ 

BY 

Belarus 

□ 

NO 

Norwegen 

□ 

CA 

Kanada 

□ 

NZ 

Neuseeland 

□ 

CH und LI Schweiz und Liechtenstein 

□ 

PL 

Pofen 

□ 

CN 

China 

□ 

PT 

Portugal 

□ 

cz 

Tschechische Republik 

□ 

RO 

Rumanien 

□ 

0E 

Deutschland 

□ 

RU 

Russische FOderation 

□ 

DK 

Danemark 

□ 

SD 

Sudan 

□ 

EE 

Estland 

□ 

SE 

Schweden 

□ 

ES 

Spanien 

□ 

SG 

Singapur 

□ 

FI 

Finnland 

□ 

SI 

Slowenien 

□ 

GB 

Vereinigtes Konigreich 

□ 

SK 

Slowakei 

□ 

GE 

Georgien 

□ 

TJ 

Tadschikistan 

□ 

HU 

Ungam 

□ 

TM 

Turkmenistan 

1 □ 

IL 

Israel 

□ 

TR 

Ttlrkei 


IS 

Island 

□ 

TT 

Trinidad und Tobago 

□ 

JP 

Japan 

□ 

UA 

Ukraine 

□ 

KE 

Kenia 

□ 

UG 

Uganda 

□ 

KG 

Kirgisistan 


. US 

Vereinigte Staaten von Amerika 

□ 

KP 

Demokratische Volksxepublik Korea 

□ 

uz 

Usbekistan 

□ 

KR 

Republik Korea 

□ 

VN 

Vietnam 

□ 

KZ' 

Kasachstan 

Kastchen fitr die Bestimmung von Staaten ( flir die Zwecke eines ' 

□ 

LK 

Sri Lanka 

nationalen Patents), die dem PCT nach der Verdffentlichung 

□ 

LR 

Liberia 

dieses Formblatts beigeueten sind: 

□ 

LS 

Lesotho 

□ 



□ 

LT 

Litauen 

□ 



□ 

LU 

Luxemburg 

□ 



Zusatzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach. Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem 

PCT zulassigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der< Bestimmung von 


Der Anmelder erklart, daB diese zusatzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestatigung steben und jede zusatzliche 

Bestimmung, 

die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum nicht bestatigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom 

Anmelder zuruckgenommen g\\l.(Die Bestatigung einer Bestmwnung erfdgt durch die Einmchung einer MkteUung, in der diese Bestinrnung angegeben wind, 

undc&eTahhmg derBestbrrnungs- und der Bestatigungsgebuhr. Die Bestatigung wufibebnAnrnddeatni inrterhalb der Frist von 15 Monaten eingehen. ) 


F6rmblattPCT/RO/l0l (Blatt 2) (Juli 1996) 


Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 


Blatt Nr. 4 


PCT/DE S7 / 0 0 1 05 


Feld Nr. VI PRIORTTATSANSPRUCH 

Weitere Prioritatsanspriiche sind im Zusatzfeld angegeben. n 

Die Prioritat der folgenden friiheren Anmeldung(en) wird hiennit beansprucht: 


Staat 

(Anrndde- oderBestirnmungsstaat 
derAnmeldunx) 

Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

Aktenzeichen 

Anmeldeamt 
(nurbei regionaler oder 
internationalerAnmeiaung) 





(2) 




0) 



{ ■ .-- 

Dieses Kdstchenanknsuz^n, wermdiebegkmbigteKopiederfnlherenAnme^ 
ArtmedecttistfemeGebuhrkannverian 

1 1 Das Anmeldeamt wird hiermit ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) 

I — I bezeichneten friiheren Anmeldung(eo) zu erstellen und dem Intemationalen Buro zu iibermitteln. 

Feld Nr. VH INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 


Wahl der Interna tion ale n RecherchenbehSrde (ISA) (Sind zwei oder mehrlnternadonale 
Recherchertbehdrden fur die iraerrtationale Recherche zussahdfe, ist der Name der Behorde anzugeben, 
die dU international itecherc^ ISA/ EP 


ruhere Recherche: AuszufuUen, werm eine Recherche (internationale Recherche; Recherche internationaler Art oder sonstige Recherche) ber&ts 
d der internationalen Recherchenbehorde beantragt oder yon ihr dtwchgefuhrt Morden ist undjSese Behorde rum ersuqht wwd, die Internationale 
echerche soweit wie moglich auf die ErgeMsse einer sofchen j&uheren Recherche zu stutzen Vie Recherche oder der Recherchenantrag ist durdi 
f Angabederbetr^endmAnmekhmg(^ 


Staat (oder regionales Amt): 


Datum (Tag /Monat/Jahr): 


Aktenzeichen: 


FeldNr.Vin KONTROLLISTE 


Diese intemationale Anmeldung umfaBt 


1. Antrag 

2. Beschreibung 

3. Anspriiche 

4. Zusammenfassung 

5. Zeichnungen 

Insgesamt 


4 Blatter 
8 Blatter 
3 Blatter 
1 Blatter 
1 Blatter 
17 Blatter 


Dieser intemationalen Anmeldung liegen die nacbstehend angekreuzten Unterlagen bei: 


□ 
□ 
□ 
□ 


Unterzeichnete gesonderte 
VoUmacht 

Kopie der allgemeinen 
Vollmachl 

Begrilndung fur das Fehlen 
der Unterschiift 
Prioritatsbelege(e) (durch 
die Zeilennummer von Feld 

Nr. VI kennzeichnen): 


5- □ 

6. Q 

7 □ 

8, | | Sonstige (einzeln aufftihren): 


Blatt fQr die Gebuhrenberechmmg 

Gesonderte Angaben zu hinter- 
legten Mikroorganismen 
Sequenzprotokolle fur Nucleotide 
und/oder Aminosauren (Diskette) 


Abbildung Nr. 3 der Zeichnungen (falls vorhanden) soli mit der Zusammenfassung veroffentlicht werden. 


Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 


Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrifi zu wiederholen, und es ist anzugeben, sqfem sich dies nicht eindeutig aus demAntrag 
ergibt, in welcher Eigenschaft die Person uraerzeichnet 

Siemens Aktiengesellschaft * 

Bernhard Schatzler 



Ang-A 1 


Georg Ernst 


1. Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 0 0 \sr\ '007 / 9 9 ni Q7 1 
internationaleo Anmeldung: ^ c ' 0c:u * ( c c * Ul - J( ) 

If) Zeichnungen 
jZl einge- 
Rangen: 

_ nicht ein- 
□ «eganf?en: 

3. Geandertes Eingangsdatum auf grand nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur Vervollstandigung dieser intemationalen Anmeldung: 

4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT: 

5. Vom Anmelder benannte f\ 'T^> 
Internationale Recherchenbehorde: ISA/ £^ / 

6. ■— i Ubermittlung des Recherchenexemplars bis zur 
* Zahlung der Recherchengebiihr aufgeschoben 


Vom Intemationalen Buro auszuftillen 


Datum des Einganges des Aktenexemplars 
beim Intemationalen Buro: 


Formblatt PCT/RO/101 (letztes Blatt) (Januar 1994; Nachdruck Juli 1995) 


Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 


Blatt Nr. 4 


PCTVDE 97 /0 01 05 


Feld Nr. VI , PRIORTTATSANSPRUCH 


Wcitcrc Prioritatsanspniche sind im Zusatzfeld angegcben. I I 


Die Prioritat dcr folgcodcq fruberen Anmeldung(en) wird bicrmit beansprucht: 


Slaat 

(Anmdde-oderBesArwnmgsstaji 
derAnmeldung) 


(1) 


(2) 


Anmcldedatum 
(Tag/Mcncs/Jahr) 


Aktenzeichen 


Anm eld earn t 
(nurbei regionalerakr 
tnterncsionalerA/TTiddunx) 


(3) 


Dieses K&stehencrikreu&x yuovtdiebegkmibigteKcpiederjrfflieTmAnmek^ 

Anmed*Mia(cwGebahrkmverk9tgtHen4en): * ■ ' ' 

□ Das Anmcldeamt wild bicrmit ersucht, eine beglaubigte Abschrift dcr oben in Zcilc(n) 
bczcichneten friiheren Anmeldung(en) zu crstcllen und dem Internationaleo Biito zu ubermitteln. 


Feld Nr. VH INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 


ISA/ EP 


Wahl der Internationalen Recherchenbehdrde (ISA) (Smdzwodermehrbunvsiondk 
RechzrchenbehcfrdenfocEeinte^ tsf der Name der Bchank anvxdxn, 

dv&intemrit&nale Rachel 

Fruhere Recherche: AuszrfuBeru hoti eine Recherche (btemationale Recherche, Recherche btenvxicnaler Art oder sanstige Recherche) berats 
ba der ^ mtematiprialen Rechercherbehbrde beantmjtf oder von ihr chmhgefuhit Harden ia md diese Behorde mm ersuch ward, die irslerniionale 

■Rechetthe SCm&i wie mo^Sch die ErxeUusse einet sc&hert fruherzn Recherche & siie&n. Die Recherche uuef der Red^rcherxjnirug is durth 
AngabederbetT^endmArwrieIdtmg(bo*i 


Staat (oder regionales Amt): 


Datum (Tag /Monat/Jahr): 


Aktenzeicben: 


Feld Nr. Vffl KONTROLLISTE 


Diese intematioDale Anmeldung umfaBt; 


1. 

Antrag 

4 

Blatter 

1. 

□ 

2. 

BeschreibuDg 

8 

Blatter 

2. 

□ 

3. 

Anspriicbe 

3 

Blatter 

3. 

□ 

4. 

ZusammenfassuDg 

1 

Blatter 

4. 

□ 

5. 

Zeicbnungen 

1 

Blatter 




Insgesamt 

17 

Blatter 




Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstebend angekxeuzten Unterlagen bei: 


Unterzeichnete gesoodene 

Vollmacht 5. 

Kopie der aJIgemeinen 

Vollmacht 6. 

Begrttndung fur das Fehlen 

der Unierschrift 7. 

Priori tiiisbelege(e) {durch 

die Zeilennummer von Feld 8'. 

Nr. VI kermzeichrxen): 


□ 
□ 
□ 
□ 


Blatt fQr die Gebiihrenbcreciimicg 

Gesooderte Angabeo zu hinier- 
legten Mikroorganismen 
Sequenzprotokolle fQr Nucleotide 
und/oder Aminos auren (Diskette) 

Sonsrige (einzeln aufftihren): 


Abbildung Nr. 3 def Zeicbnungen (falls vorbanden) soli mit der Zusammenfassung veroffentlicht werden. 


Feld Nr. IX UNTERSCHRTFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 


Der Name Jeder unterzeichnertden Person isl neben der Un 
ergibt, in wekher Ejgenschaft die Person imier&ichnet 

Siemens Akliengesellschaft 

Bern hard Schatzler 



xgeben, scfern sich dies nicht eindeutig aits demAnTrtxg 



Kir. 144/74 Ano- 



^ESSSrSS^^ 2 2. Jan. 1997. ( 2 2. 01. 97 ) 

2^ Zeichnungea 
El einge- 

f\ Hansen: 

nicht ein- 
□ Rcgangcn: 

3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nacbtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur Vervollstandigung dieser internationalen Anmeldung: 

4. Datum des fristgerecbten Ein gangs dcr angefordertcn 
Richtigstellungen nacb Artikel 11(2) PCT: 

5. Vom Anmelder benannte <-£ > 
Internationale Rechercbenbehorde: ISA/ / 

6. r— i Ubermittlung des Recberchenexemplars bis zur 
Zahlune der Rechercheneebuhr aufeeschoben 


Vom Internationalen Biiro auszufiillen 


Datum des Einganges des Aktenexemplars 
beim Internationalen Biiro: 


Formblait PCT/RO/101 Oetztes Blan) fjanuar 1994: Nachdruck Juli 1995) 


Siehe Anmerkungen ;u diesem Antragsformular 


PCT/DE 37 70 0 1 05 


i 

Be s chr e i bung 

Elektronisches Bauelement 

5 Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauelement, 

insbesondere dunne QFPs, bei dem ein standardisierter Zulei- 
tungsrahmen und ein integrierter Schaltkreis verwendet und in 
eine GieS- oder PreSmasse eingebettet werden. 

10 Oberf lachenmontierte elektronische Bauelemente, . auch SMD -Bau- 
element e genannt^ werden ublicherweise in ein Gehause aus 

Ik einer Kunststof fpreSmasse eingebettet, aus dem die elektroni- 
schen Anschlusse herausgef,uhrt werden. Je nach Anzahl der be- 
notigten Anschlusse entsprechen diese Gehause einer Norm rnit 

15 festgelegten Abmessungen, um so eine standardisierte Herstel- 
lung und automatische Bestuckung von Platinen zu ermoglichen. 
Die Abmessungen dieser Gehause sirid in deutschen und interna- 
tionalen Normen f estgelegt . Die Zuleitungsrahmen (Lead- 
frames), die zur exakt positionierteri Einbettung der elek- 

2 0 trischen Anschlusse verwendet werden, sind -ebenfalls stan- 

dardisiert. In der Mitte dieser Zuleitungsrahmen sind Inseln 
vorgesehen, auf denen die integrierten Schaltkreise bef estigt 
werden. Zuleitungsrahmen und integrierter Schaltkreis werden 
dann zusammen in. dem Gehause aus PreSmasse eingepreSt . 

|£5 Aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoef f izienten der 

Eisen/Nickel-Legierung, die ublicherweise fur den Zuleitungs- 
rahmen verwendet wird, t des Silizium-Chips , der den inte- 
grierten Schaltkreis bildet, und der PreSmasse des Gehauses 
und dem auSerdem noch auftretenden Reaktionsschrumpf der 

30 PreSmasse kommt es zu Spannungen. Dadurch kommt es insbeson- 
dere bei groSen flachen Gehausen (dunne QFPs, auch TQFPs ge- 
nannt) zu diagonalen Gehauseverwolbungen von'bis zu 100 ym. 

Man versucht diese Gehausedurchbiegung oder Wolbung, auch 
35 Warpage genannt, durch Verwendung von speziellen Ihsel- 

designs zu unterbinden. Dabei werden in. die Inseln, die zen- 
tral in den Zuleitungsrahmen (Leadframes) angeordnet sind, 
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. . Locher oder Schlitze angebracht oder die Inseln unteratzt 

oder Riefen in die Inseln eingeatzt. Auch die Verwendung von 
Kupf erzuleitungsrahmen ist schon versucht worden, urn die Ge- 
hauseverwolbung zu minimi er en. ^ All diese Losungen erfordern 

5 jedoch entweder neue oder geanderte Montageprozesse, oder sie 
sind nur mit geatzten und nicht mit gestanzten Leadframes 
durchf uhrbar, oder sie fuhren zu einer Reduzierung der Stei- 
figkeit der AuEenanschlusse . 

10 Aus der DE 3 6 35 37 5 Al ist die Verwendung eines standardi- 

sierten Zuleitungsrahmen bekannt. Hierbei wird zur Anpassung 
|f v der Tragerinsel an das Halbleiterbauelement eine entsprechen- 
t de Tragerinsel auf dem Mittelteil des Rahmens bef estigt . 

15 Urn Verbiegungen eines umgossenen Elements zu vermeiden ist 
aus der EP 0261324 Al bekannt, den Leiterrahmen hohenxnaSig 
zentriert in der VerguSform anzuordnen, damit oberhalb und 
unterhalb des integrierten Schaltkreises gleichviel Kunst- 
stoff gelangt . 

20 

Der Erfindung liegt daher die* A u f g a b e zugrunde, ein 
Verfahren und ein elektronisches Bauelement der eingangs ge- 
nannten Art zu schaffen, welches auf konstruktiv einfache 
Weise die Gehausedurchbiegung minimiert . 

Die Losung dieser Aufgabe erf olgt verf ahrensmafiig gemaS den 
Merkmalen des Anspruchs 1 und vorrichtungsmaSig gemaS den 
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 5. Vorteilhafte 
Weiterbildungen sind in den Unteranspruchen beschrieben. 

30 < 

Nach dem Grundgedanken der Erfindung wird bei dem Verfahren 
zur Herstellung eines elektronischen Bauelements ein standar- 
disierter Zuleitungsrahmen mit einer vorgegebenen Anzahl von 
Zuleitungen und einer zentralen Insel zur Auf nahme eines in- 

35 tegrierten Schaltkreises verwendet, wobei jeder Zuleitungs- 
rahmen fur eine Gruppe von verschieden groSen integrierten 
Schaltkreisen geeignet ist. Die Insel wird dann auf eine 


PCT/DE 97 /0 0 1 05 


3 

Grofie reduziert, die im wesentlichen der GroSe des jeweils 
verwendeten integrierten Schaltkreises angepafit ist. 
AnschlieSend wird der . Zuleitungsrahmen mit dem darauf 
befestigten integrierten Schaltkreis in eine GieS- oder 
5 PreSmasse eingebettet und diese wird so zentriert, daS 

oberhalb des Schaltkreises und unterhalb der Insel jeweils 
gleich viel Prefimasse vorhanden ist* Ein Uberstand der Insel 
uber die Grundflache des integrierten Schaltkreises , durch 
den eine Asymmetrie in der PreSmassenverteilung entstehen 
10 wurde, wird dabei weitestgehend vermieden. Durch diese 

Ausbildung wird erreicht, dafi beim auftretenden Reaktions- 
schirumpf der Prefimasse am Umfang des integrierten Schalt- 

v * ■ kreises zwischen dessen Rand und dem Inselrand keine 

Spannungen auf tret en, die zu einer Gehaus everwc lbung fuhren. 

.15 ' - 

Bevorzugt wird der Zuleitungsrahmen mit der darin einstuckig 
ausgebildeten Insel gestanzt, um die Insel auf die erwunschte 
GroSe zu bringen. Alternativ ist auch die Bearbeitung des 
Zuleitungsrahmens und der Insel mit Atzprozessen moglich. 
20 . ^ 

Die Anpassung der Insel findet gunstigerweise nach Herstel- 
lung der Standardleadf rames statt, weil dann weiterhin nur 
ein kompletter standardisierter Zuleitungsrahmen verwendet 
werden mufi. Andererseits kann die Grofienanpassung der Insel 
auch bereits in den Herstellungsprozefi des Zuleitungsrahmens 
integriert werden, wobei dann jedoch verschiedene angepafite 
Zuleitungsrahmen mit Inselgrofien, die an die jeweilige Grofie 
des integrierten Schaltkreises angepafit sind, hergestellt 
werden mussen. Die Werkzeuge zur Herstellung des Zuleitungs- 
3 0 rahmens sind modular aufgebaut, um eine Anpassung der Insel- 
grofie eihfach durchfuhren zu konnen . 

Ublicherweise wird die Insel auf eine GroSe reduziert, die 
etwas grofier als die des integrierten Schaltkreises ist. Der 
35 integriert e Schaltkreis wird namlich bevorzugt durch Kleben 
mit einem Silberleitkleber auf der Insel- befestigt . Der dann 
zwischen integriertem Schaltkreis und Insel hervortretende 
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Kleber wird kontrolliert und dient als MaS fur eine korrekte 
Befestigung. Im Bereich des Inseluberstands bildet sich eine 
Hohlkehle aus, die optisch gut zu kontrollieren ist . 

Durch das erf indungsgemaSe Verfahren wird ein elektronisches 
Bauelement mit einem integrierten Schaltkreis und einem stan- 
dardisierten Gehause aus Giefi- oder PreiSmasse, in welches der 
integrierte Schaltkreis eingebettet ist, und mit einem Zulei- 
tungsrahmen, der eine zentrale Insel zur Aufnahme des inte- 
grierten Schaltkreises aufweist, hergestellt. Dieses elektro- 
ilische Bauelement zeichnet sich dadurch aus, daS die Insel im 
wesentlichen bundig mit dem integrierten Schaltkreis ab- 
schlieSt, und daS der Abstand zwischen der Oberseite des Ge- 
hauses und dem integrierten Schaltkreis dem Abstand zwischen 
der Unterseite des Gehauses und der Insel entspricht* Falls 
die Insel grofier^als der darauf befestigte integrierte 
Schaltkreis ist, so ergeiben sich im Bereich des Inseluber- 
standes eine '< unterschiedliche PreSmassendicke zwischen der 
Inseloberseite und der Gehauseoberseite einerseits ur^d der 
Inselunterseite und der Gehauseunterseite andererseits . Die- 
ser Dickenunterschied verursacht im Zusammenwirken mit dem 
steifen Zuleitungsrahmen aus einer speziellen Metallegierung 
Spannungen in dem Gehause, die sich in der Gehaus eve rwol bung 
auswirken. 

Allein das Verhaltnis von der Grundflache des integrierten 
Schaltkreises zur Inselflache bestimmt bei sonst gleichen Ma- 
terialien, Fert igungs equipment , Prozessen und ProzeSparame- 
tern den Grad der Gehauseverwolbung. Durch die Anpassung der 
InselgroSe an die jeweilige Grundflache des integrierten 
Schaltkreises werden die Spannungen zwischen integriertem 
Schaltkreis, Zuleitungsrahmen und Prefimasse so ausbalanciert , 
daS die Gehauseverwolbung je nach Verhaltnis der Flachen zu- 
einander reduziert oder beseitigt wird. 

Urn zu einer besonders guten Minimierung der Gehausewolbung zu 
gelangen, wird die Insel bundig abschlieSend mit dem aufge- 
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brachten integrierten Schaltkreis ausgebildet. Insel und in- 
tegrierter Schaltkreis weisen dann also exakt die gleiche 
GroSe auf. Dadurch sind an alien Stellen im Gehause die PreS- 
massendicken zwischen der Oberseite des integrierten Schalt- 
5 kreises und dem oberen Gehauserand und der Unterseite der In- 
sel und dem unteren Gehauserand gleich groS und die Spannun-/ 
gen kompensieren sich gegenseitig. Der Bimetall-Ef f ekt , der 
sich durch die verschiedenen Ausdehnungskoef f izienten* ergibt, 
wird durch den synnmetrischen Aufbau vermieden. 

10 

5 n einer anderen Ausgestaltung der Erfindung kann es vorteil- 
haft sein, die Insel etwas groSer als den integrierten 

^ Schaltkreis auszubilden,. wobei der integrierte Schaltkreis 

auf die Insel aufgeklebt wird und der austretende Kleber dann 

15 auf dem uberstehenden Inselrand eine Hohlkehle bildet, mit 

deren Ausbildung kontrolliert werden kann, ob der integrierte 
Schaltkreis korrekt auf der Insel verklebt ist . Besonders 
gurtstig ist es dabei, die Insel so auszubilden, daS das Ver- 
haltnis von der Grundfiache des integrierten Schaltkreises zu 

2 0 der Insel kleiner 0,9 : 1 betragt . 


Pie Insel ist in der vorliegenden Erfindung als durchgehende, 
unstrukturierte Flache ausgebildet* Dadurch wird sicherge- 
stellt, daS die Dicke der PreSmasse oberhalb und unterhalb 
V^^5 des integrierten Schaltkreises und der Insel gleich groB ist. 
AuSerdem entf alien die im Stand der Technik vorgesehenen 
Strukturierungen und speziellen Designs der Insel. 

In einer anderen Ausf uhrungsf orm der Erfindung konnen die Zu- 
30 - leitungen bis an die Insel herangefuhrt ausgebildet sein. 

Dies ist insbes'ondere bei sehr kleinen integrierten Schalt- 
kreisen vorteilhaft, bei denen sonst ein zu grofier Abstand 
von den Zuleitungen bis zur Insel entstehen wurde und Proble- 
me bei der weiteren Kbntaktierung auftreten konnten. - 


35 
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Nachf olgend werden verschiedene Ausf uhrungsbeispiele der Er- 
findung anhand einer Zeichnung weiter erlautert. Im einzelnen 
zeigen die schematischen Darstellungen in: 

Figur 1 eine seitliche Schnittansicht eines erf indungsgemafien 
Bauelements mit groSem integrierten Schaltkreis; 

Figur 2 eine seitliche Schnittansicht durch ein 

erfindungsgemafies Bauelement mit einem kleinen - 
integrierten Schaltkreis; und 

Figur 3 eine seitliche Schnittansicht durch ein . 

erf indungsgemaSes Bauelement mit einem kleinen 
integrierten Schaltkreis und bundig abschlieSender . 
Insel . 

In Figur 1 ist ein Querschnitt durch ein elektronisches Bau- 
element dargestellt, in dem ein Zuleitungsrahmen 2 verwendet 
wird, der insbesondere aus den Zuleitungen 3 und einer Insel 
4 besteht. Auf der Insel 4 wird ein integrierter Schaltkreis 
1 befestigt und Zuleitungsrahmen 2 und integrierter Schalt- 
kreis 1 dann in ein Gehause 6 aus Prefimasse eingebettet . Da- 
bei wird der Schaltkreis 1 und die Insel 4 hohenmaSig so an- 
geordnet, dafi Gehausebereiche 7 und 8 entstehen, die jeweils 
eine Dicke a und b aufweisen, die gleich groS sind. Dabei ist 
erf indungsgemaS die GroSe der Insel 4 der Grundflache des in- 
tegrierten Schaltkreises 1 angepaSt worden, so daS diese im 
wesentlichen ubereinstimmen. Die Insel 4 ist lediglich urn ei- 
nen kleinen Uberstand groSer als die Grundflache des inte- 
grierten Schaltkreises 1, so da£ der zum Befestigen des inte-. 
grierten Schaltkreises 1 auf der insel 4 verwendete Klebstoff 
ausweichen kann und auf dem Uberstand eine Hohlkehle 5 bil- 
det . biese Hohlkehle 5 bildet einen geeigneten Kontrollpara- 
meter zur Uberwachung einer optimalen Verklebung des inte- 
grierten Schaltkreises 1 mit der Insel 4. Der Gesamtzulei- 
tungsrahmen 2 ist hohenmafiig so angeordnet, daS die Zuleitun- 
gen 3 ebenfalls zentriert in dem Gehause 6 angeordnet sind. 
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Oberhalb und unterhalb der Zuleitungen erstrecken sich also 
Gehausebereiche mit gleicher Dicke, die in der Figur mit c 
bezeichnet ist . Die Insel 4 ist also gegenuber den Zuleitun- 
gen 3 erf indungsgemaS abgesenkt und zwar in einer der Hohe 
des integrierten Schaltkreises 1 angepaSten Weise. Diese ho- 
henmafiige Anpassung ist bei der Hers'tellung des Zuleitungs- 
rahmens 2 und der Verbindungen zwischen den Zuleitungen 3 und 
der Insel 4 zu berucksichtigen . 

In Figur 2 ist ein erf indungsgema&es elektronisches Bauele- 
ment mit einem kleinen integrierten Schaltkreis 11 darge- 
stellt. Dazu wird die Insel 14 entsprechend dem kleineren in- 
tegrierten Schaltkreis 11 angepaSt und dement sprechend klei- 
ner ausgebildet. Ein geeignetes Verhaltnis der Grundflache 
des integrierten Schaltkreises 11 zur Insel 14 liegt, wie 
Tabelle I zu entnehmen ist zwischen 0 , 7 * und 0 , 9 . 

In Versuchen mit verschiedenen TQFP 20 x 20 x 1,4 mm - 
Gehausen, Alloy42 Leadframe und PrelSmasse Aratronic 2188 
wurden f olgende Zusammenhange ermittelt . 

InselgroSe Verhaltnis Chip- Gehauseverwolbung 

in mm x mm f lache/Inself lache diagonal (Mittelwert) 


0,7 ' < 80ym 

0,8 - < 60pm 

0,9 < 2 0um 

11,6 x 11,6 0,6 . > 70um 

9,4 x 9,4 ^ 0,6 > 80]om 

9,4x9,4 ' 0,9 < 30]om 

Die Insel 14 ist innerhalb des Zuleitungsrahmens 2 gegenuber 
den Zuleitungen 3 so abgesenkt, da6 sowohl oberhalb und 
unterhalb der Zuleitungen 3 Gehausebereiche mit gleicher 
Dicke c entstehen und auch oberhalb und unterhalb des 


13,8 x 13,8 
13,8 x 13,8 
13,8 x 13,8 
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integrierten Schaltkreises 11 und der Insel 14 
Gehausebereiche 7 mit der Dicke a und Gehausebereiche 8 mit 
der Dicke b entstehen, wobei a = b gilt. Auch in diesem 
Ausf uhrungsbei spiel wird ein geringer Uberstand der Insel 14, 
5 an dem infolge des Reaktionsschrumpf es der PreSmasse 
Spannungen auftreten, in Kauf geriommen, urn auf diesem 
Inseluberstand eine Hohlkehle 5 erzeugen zu konnen, die ein 
wichtiger Kontrollparameter bei der Herstellung ist. * , 

10 Eine andere Ausf uhrungs form der Erfindung ist in Figur 3 dar- 
gestellt, in der ebenf alls ein kleiner integrierter Schalt- 
kreis 11 mit einer bundig abschlieSenden Insel 24 dargestellt 

- ist. In diesem Beispiel sind uberhaupt keine uberstehenden 
Inselbereiche vorhanden, an denen Spannungen infolge des 

15 Reaktionsschrumpf es der PreSmasse .auftreten konnten. - 

In den Figuren sind lediglich integrierte Schaltkreise 1 und 
11 mit zwei verschiedenen GroSen^ dargestellt. 'Es versteht 
sich jedoch, daS fur ein standardisiertes und genormtes Ge- 
20 hause 6 eine ganze Gruppe von integrierten Schaltkreisen mit 
unterschiedlichen GroSen zum Einsatz kommt . Entsprechend der 
GroSe der Grundflache des integrierten Schaltkreises wird die 
Insel grofienmaSig angepaSt, so dafi der Standardzuleitungsrah- 
men erf indungsgemaS weiterverarbeitet wird und fur eine ganze 
Gruppe unterschiedlicher integrierter Schaltkreise einsetzbar 
ist, ohne daS es zu einer Gehauseverwolbung kommen wurde. Bei 
den vorstehend beschriebenen Gehausen handelt es sich um 
groSe dunne quadratische Gehause, sog. TQFPs , mit beispiels- 
weise 176 Zuleitungen, die. an alien vier Seiten aus dem qua- 
3 0 -dratischen Gehause herausgef uhrt werden . 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauelements, insbesondere einen dunnes QFPs, bei dem 

5 

- ein standardisierter Zuleitungsrahmen (2) mit einer vorge- 
gebenen Anzahl yon Zuleitungen (3) fur eine Gruppe von ver- 
schieden groSen integrierten Schaltkreisen (1, 11) herge- 
stellt wird, wobei der standardisierte Zuleitungsrahmen (2) 
10 mit einer zentralen Insel (4, 14, 24) vorgegebener maximaler 
GroSe zur Aufnahme ■ voa einem der integrierten Schaltkreise 
(1, 11) aus dieser Gruppe ausgebildet wird, 


20 


- die Insel (4, 14, 24) entsprechend der Grundflache des je- 
15 weils verwendeten integrierten Schaltkreises (1, 11) auf ein 

geeignetes Gr6Senverhaltnis verkleinert wird, 

- der integrierte Schaltkreis (1, 11) auf der Insel (4, 14, 
24) befestigt wird, und 

- der Zuleitungsrahmen (2) mit dem auf der Insel (4, 14, 24) 
befestigten integrierten Schaltkreis (1, 11) in eine GieS- 
oder Prefimasse eingebettet wird, wobei die Einheit aus Insel 
und integriertem Schaltkreis hohenmaSig zentriert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi der Zuleitungsrahmen mit der darin ausgebildeten Insel 
(4, 14, 24) gestanzt wird. ' 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi der integrierte Schaltkreis (1, 11) auf die Insel (4, 14, 
24) aufgeklebt wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 


30 


35 
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daS die Befestigung des integrierten Schaltkreises (1, 11) 
auf der Insel (4, 14, 24) anhand heraustretenden Klebers kon- 
trolliert wird. 

5 5. Verfahren' nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS das geeignete GroSenverhaltnis zwischen 0,7 und 0,9 
liegt. 

10 6. Elektronisches Bauelement mit einem integrierten Schalt- 
kreis (1, 11) und einem standardisierten Gehause (6) aus 
GieS- Oder Prefimasse, in welches der integrierte Schaltkreis 
(1, 11) t eingebettet ist, und mit einem Zuleitungsrahmen (2)., 
der eine zentrale Insel (4, 14, 24) zur Aufnahme- des inte- 
15 grierten Schaltkreises aufweist, wobei die Insel so ausgebil- 
det ist, daS eine Gehausedurchbiegung vermieden wird, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Insel (4, 14, 24) im wesentlichen bundig abschliefiend 
mit dem integrierten Schaltkreis (1, 11) ausgebildet ist, und 
20 daS die Dicke des Gehausebereiches (7) oberhalb des inte- 
grierten Schaltkreises (1, 11) gleich der Dicke des Gehause- 
bereiches (8) unterhalb der Insel (4, 14, 24) ist. 

v 

7. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 6, 
\^^15 dadurch gekennzeichnet, 

daS die Insel (4, 14) etwas groSer als der Chip (1, 11) ist. 

8. Elektronisches Bauelement nach einem der' Anspruche 6 
oder 7 , 

3 0 dadurch gekennzeichnet, 

daS der integrierte Schaltkreis (1, 11) auf die Insel (4, 14) 
auf geklebt ist und der ausgetretene Klebstof f am integrierten 
Schaltkreis (1, 11) eine Hohlkehle (5) bildet . 

35 9. Elektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 6 
bis 8, ' 

dadurch gekennzeichnet, 


i 
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daS das Verhaltnis der Grundflache des integrierten Schalt- 
kreises zur Inselflache kleiner 0,9 : 1 betragt . 

10. Elektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 6 bis 
5 9, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi das jVerhaltnis der Grundflache des integrierten 

Schaltkreises zur Inselflache im Bereich 0,9 - 0,7 liegt. 

10 11. Elektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 6 
bis 10, 

dadurch gekennzeichnet, 1 
daS die Insel (4, 14, 24) als durchgehende , unstrukturierte 
Flache ausgebildet ist. 
15 ^ 

12. Elektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 6 
bis 11, 

dadurch gekennzeichne.t, 

daS die Zuleitungen' (3) bis an die Insel (4, 14, 24) herange- 
20 fuhrt ausgebildet sind. 

13. Elektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 6 
bis 12 , 

dadurch gekennzeichnet, 
|J5 daS die Zuleitungen (3) hohenmaSig zentriert in dem Gehause 
(6) angeordnet sind und die Insel (4, 14, 24) gegenuber den 
Zuleitungen (3) etwas abgesenkt ist. 
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Zusammenf assung 

Elektronisches Bauelement 

5 Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauelement, bei dem 
ein Standardzuleitungsrahmen verwendet wird, dessen zur 
Aufhahme eines integrierten Schaltkreises geeignete Insel 
groEenmaSig an die Grundflache des integrierten Schaltkreises 
angepaSt wird, urn auf diese Weise Gehauseverbiegungen zu mi- 
10 nimieren und zu verhindern . 


• 


Figur 3 




